Metal Thin Film Deposition 
· FSE – Cluster - Physical Vapor Deposition (PVD)
 Standard Process condition 
	PHT Chamber
	ICP Chamber

	· Process : pre-heating / degas
· Temperature : 100℃
· Heat time : 90 sec
	· Process : soft etching
· Ambient, flow : Ar, 5sccm 

· Pressure (mtorr): 20
· RF Power :  100W
· Bias Power :  400W

· Etching rate : ~ 1 Å/sec

· Substrate size : 6 inch
· Etching depth : 30Å - 100 Å (wet Oxide) 


	SP1 Chamber
	SP2 Chamber

	· Process : Titanium (Ti)
· Ambient, flow : Ar, 30sccm 

· Pressure (mtorr): 6
· DC Power :  2  kW
· Temperature : RT ~ 200℃
· Deposition rate : ~ 15 Å/sec

· Substrate size : 6 inch
· Thickness : 100 Å ~ 5000Å


	· Process : AlSi(1%)Cu(0.5%) 

· Ambient, flow : Ar, 30sccm 

· Pressure (mtorr) : 3 

· DC Power :  2  kW
· Temperature : RT ~ 200℃
· Deposition rate : ~ 25 Å/sec

· Substrate size : 6 inch
· Thickness : 500 Å ~ 15000Å



	SP3 Chamber
	SP4 Chamber

	· Process : Titanium Nitride (TiN)
· Ambient, flow : Ar 30sccm ; N2 30sccm

· Pressure (mtorr) : 3
· DC Power :  5  kW

· Temperature : RT ~ 250℃
· Deposition rate : ~ 15 Å/sec
· Substrate size : 6 inch
· Thickness : 100 Å ~ 5000Å
	· Process : Nickel (Ni)
· Ambient, flow : Ar, 30 sccm

· Pressure(mtorr) : 3
· DC Power :  1  kW

· Temperature : RT ~ 200℃
· Deposition rate : ~ 8 Å/sec

· Substrate size : 6 inch
· Thickness : 100 Å ~ 1000 Å



註:
1 .RT (room temperature)

2. 維護設備穩定性 , 不開放非標準製程委託件
